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ｉｓｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｂｙｔｈｅｔｗｏｍｅｔａｌｌａｎｄｓ．ＴｈｅｌｅｎｇｔｈｆｏｒＳＣＢ
ｓａｍｐｌｅｗａｓ１００μｍ，ａｎｄｔｈｅｗｉｄｔｈｗａｓ４００μｍ．
　　ＴｈｅＳＣＢｗａｓｐａｃｋａｇｅｄｗｉｔｈａｃｅｒａｍｉｃｈｅａｄｅｒ．Ｔｈｅ
ｃｈｉｐｓｗｅｒｅｓｔｕｃｋｏｎｔｈｅｆｌｕｔｅｗｉｔｈｅｐｏｘｙｒｅｓｉｎｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅ
ｐｉｎｓｏｆｃｅｒａｍｉｃｓｐｌｕｇ，ａｎｄｔｈｅａｌｕｍｉｎｕｍ ｗｉｒｅｓｗｅｒｅ
ｂｏｎｄｅｄｔｏｔｈｅｌａｎｄｓａｎｄｔｈｅｐｏｓｔｓｏｆａｎｅｘｐｌｏｓｉｖｅｈｅａｄｅｒ
ｔｈａｔｓｕｐｐｏｒｔｅｄｔｈｅＳＣＢｃｈｉｐ．

Ｔａｂｌｅ１　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆ１４ｋｉｎｄｓｏｆＳＣＢｓ

ＳＣＢｔｙｐｅ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５ Ｄ６ Ｄ７ Ｄ８ Ｄ９ Ｄ１０ Ｄ１１ Ｄ１２ Ｄ１３ Ｄ１４
ｄ／μｍ １０ １０ １０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ ３０ ２０ ２０ ２０ ２０

α／（°） ６０ ９０ １２０ １２０ ９０ ６０ ９０ ９０ ９０ ９０ ９０ ９０ ９０ ９０
ｍ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ３ ２ ２

φ ! ! ! ! ! !

８．２ １０ １２
!

１０ １０ １０ １０
ｎ

! ! ! ! ! !

１ １ １
!

２ １ １ ２

　　Ｎｏｔｅ：ｄｉｓｔｈｅａｎｇｌｅｈｅｉｇｈｔ，αｉｓｔｈｅａｎｇｌｅｄｅｇｒｅｅ，ｍｉｓｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆａｎｇｌｅ，φｉｓｔｈｅａｐｅｒｔｕｒｅａｎｄｎｉｓｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆａｐｅｒｔｕｒｅ．

Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５

Ｄ６ Ｄ７ Ｄ８ Ｄ９ Ｄ１０

Ｄ１１ Ｄ１２ Ｄ１３ Ｄ１４　　　　　　　　　　
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Ｆｉｇ．２　ＳｋｅｔｃｈｍａｐｏｆＳＣＢｃｈｉｐＤ８

３　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ
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ｍｅａｓｕｒｉｎｇｔｈｅｔｉｍｅｉｎｔｅｒｖａｌｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｓｔａｒｔｏｆｔｈｅｆｉｒｉｎｇ
ｐｕｌｓｅａｎｄｔｈｅｌｉｇｈｔｏｕｔｐｕｔｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｔｏｔｈｅｔｉｍｅｔｈａｔ
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　　ＴｈｅｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓｏｆＳＣＢｓｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔａｎｇｌｅｓ，
ｈｏｌｅｓａｎｄｈｏｌｅｎｕｍｂｅｒｓｗｅｒｅｃｏｍｐａｒｅｄｉｎＴａｂｌｅ３－５ａｔ

２２μＦａｎｄ５０Ｖ．

Ｔａｂｌｅ２　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅａｎｄｔｈｅｆｉｒｉｎｇｅｎｅｒｇｙｒｅｑｕｉｒｅｄ

ｕｎｄｅｒｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆ２２μＦ，５０Ｖ

ｔｙｐｅ ａｍｏｕｎｔｏｆ
ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ

ｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅ
／μｓ

σｔ
／μｓ

ｅｎｅｒｇｙｒｅｑｕｉｒｅｄｏｆ
ＳＣＢｆｉｒｉｎｇ／ｍＪ

σＥ
／ｍＪ

Ｄ１ ５ ２．７３ ０．１０ １．８９ ０．０５

Ｄ２ ５ ２．５３ ０．０５ １．６５ ０．０５

Ｄ３ ５ ２．６４ ０．０７ １．７５ ０．０３

Ｄ４ ５ ２．５９ ０．０６ １．７０ ０．０４

Ｄ５ ５ ２．５５ ０．０８ １．６８ ０．０３

Ｄ６ ５ ２．７１ ０．０６ １．８１ ０．０７

Ｄ７ ５ ２．６１ ０．１２ １．７５ ０．０９

Ｄ８ ５ ２．６５ ０．０４ １．７８ ０．０２

Ｄ９ ５ ２．６０ ０．０６ １．７５ ０．０４

Ｄ１０ ５ ２．３４ ０．０３ １．６３ ０．０５

Ｄ１１ ５ ２．６３ ０．０６ １．８５ ０．０５

Ｄ１２ ５ １．９５ ０．０４ １．３３ ０．０３

Ｄ１３ ５ ２．１６ ０．０２ １．５２ ０．０５

Ｄ１４ ５ ２．４１ ０．０４ １．５９ ０．０４
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Ｔａｂｌｅ３　ＥｆｆｅｃｔｏｆａｎｇｌｅｈｅｉｇｈｔａｎｄａｎｇｌｅｏｆＳＣＢ

ｏｎｅｘｐｌｏｓｉｖｅｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

α／（°）
ｄ／μｍ

１０ ２０ ３０
６０ Ｄ１（２．７３，１．８９） Ｄ６（２．７１，１．８１）

９０ Ｄ２（２．５３，１．６５） Ｄ５（２．５５，１．６８） Ｄ１０（２．３４，１．６３）
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半导体桥上尖角、圆孔对其电爆性能的影响

周　彬１，毛国强１，秦志春１，祝逢春２，徐振相１，陈　飞１，张文超１
（１．南京理工大学化工学院，江苏 南京 ２１００９４；

２．中国人民解放军 ９５８５６部队，江苏 南京 ２１００２８）

摘要：设计了 １４种带有尖角和圆孔的半导体桥，研究了在电容放电发火条件下尖角、圆孔对其发火时间、发火所消耗的

能量等性能参数的影响规律，并从半导体桥的作用机理方面对实验结果进行了分析。结果表明，ＳＣＢ上 Ｖ型尖角使得 ＳＣＢ

发火时间和发火所消耗的能量明显降低，而圆孔对 ＳＣＢ发火性能影响不明显。
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